
演讲题目：低温焊料介导的三维封装高密度键合技术

演讲人:刘影夏 助理教授 香港城市大学

演讲摘要：

随着人工智能和大数据时代的到来，消费者对高算力和高集成度芯片的需求越发迫切，而通过晶体管的进一步小

型化来提高芯片集成度变得日益困难。三维封装集成技术通过微凸点和硅通孔，实现多块芯片的垂直堆叠，是目

前最为可行的提升芯片集成度的技术途径。不断提高芯片集成度有赖于三维封装中不断增加的微凸点密度。但在

当前微凸点制程工艺的基础上，进一步缩小微凸点尺寸提高密度，将会面临微凸点突出引起的短路、微凸点各向

异性等制造工艺和可靠性问题。尽管铜铜直接键合可以有效避免这些问题，有望在 1 微米甚至更小尺度实现超小

尺寸、超高密度互连，但其高成本、高技术难度给其大规模应用带来限制和挑战。本报告将汇报一种简单、快速

且经济高效的高密度互连制造方法。我们通过制备均匀的亚微米低温焊料颗粒，可以实现室温下固态界面反应的 5
分钟内快速键合，并进一步实现 1 um 凸点、2 um 节距超高密度凸点阵列的制备

演讲大纲：

待定

适合对象:
电子封装领域从业人员

演讲人简介:

刘影夏助理教授于 2012 年获北京大学化学学士学位，于 2016 年获美国加州大学洛杉矶分校材料科学与工程博士

学位。2016 年 11 月至 2018 年 8 月期间，于美国圣何塞的英特尔公司担任质量和可靠性研发工程师，研究英特尔

先进封装技术 EMIB（嵌入式多芯片互连桥接器）的可靠性研究。2018 年 9 月至 2021 年 10 月期间，担任北京理工

大学副教授。现任香港城市大学系统工程系助理教授，主要研究方向包括先进封装高密度互连技术及可靠性，并

针对先进封装大尺寸翘曲严重等问题，开发适用的低熔点焊料。此外，通过研发三维集成的超高密度互连技术，

该团队还将应用此技术来实现高密度光子器件集成。
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